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内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

二硫化モリブデンや二硫化タングステンをはじめとする遷移金属ダイカルコゲナイ
ドを分子のセンサーとして利用するために微細加工を行い、電界効果トランジスタ
を作成する。

実験
Experimental

遷移金属ダイカルコゲナイド小片に金属電極を取り付けるために、レジスト塗布、
電子ビームリソグラフィー、現像、金属蒸着、リフトオフなどのプロセスを行うた
めの装置を利用させて頂く。

結果と考察
Results and Discussion

シリコン酸化膜を表面に成長させたp型シリコン（p++Si）の上に、層状物質の一つ
である二硫化モリブデン(MoS2)の薄膜を転写し、その両端にソース電極（S）、ド
レイン電極（D）としてTi/Auを蒸着し電界効果トランジスタ（MoS2-FET）を作成
した。S-D間に電圧（VSD）を印加すると、電極で挟まれたMoS2を介してドレイン
電流（ISD）が流れる。p++Siに印加したゲート電圧（VG）でMoS2部分の電位を調節
することによってISDを制御でき、トランジスタとしての動作が可能であることが確
認できた。
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二硫化モリブデン電界効果トランジスタ（MoS2-FET）概略図
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